




Second and τhird Harmonic Generations of Vanadyl-Phtha1ocyanine Single Crystal 
prepared on KBr by Molecular Beam Epitaxy 
前回昭徳+・奥村典弘++・中野寛之++・古橋秀夫+ト+・吉川俊夫++++・内田悦行+++・小嶋憲三+・大橋朝夫+・
落合鎮康+・家田正之+
Akinori MAEDA+， Norihiro OKUMURA++， Hiroyuki NAKANO++， 
Hideo FURUHASHI++→， Toshio YOSf丑KAWA++++，Yoshiyuki UCHIDA+十，
Kenzo KO瓦MA+，Asao OHASHI+ラShizuyasuOCHIAI+ and Masa戸lkiIEDA+ 
Abstract Vanadyl-phせlalocyaine(VOPc) single crysta1s were prepared on KBr by a Molecular 
Beam Epitaxy. They were characterized with a reflection high energy di飴action(RHHD)，X同ray
di世action(lぼD)，optical abso中tionspectra in visible and in企aredregions(UVIVIS) and scanning 
electron microscopy(SEl¥の Thepreparing conditions od large-sized single crystl were also 
discusserd. The second and自首dharmonic generations (SHG and THG) of single crystals w巴re
a1so measured by a Maker合ingemethod using a Nd.YAG laser. From these results， itwas 
concluded that c勾引alsare monoclinic and epitaxy crystals. 
1.はじめに 着法で作製された vOPc薄膜が熱処理されたとき、薄膜
の吸収スヘ.。トルカ3長波長側ヘシ7トし、薄膜は栢転移を生ず
バナγ ル7~ ロシ7ニン(VOPc)薄膜l土光スイげ、増幅、変調、記憶 るロキ自転移した薄膜の三次の非線形感受率:X(3)が熱処理
などの光素子として応用可能である。近年、 VOPc薄膜が 前より 2-5倍増大した。その薄膜構造は三斜晶を形成す
MBE 法によってアルカリハライト。基板および~'7Ä基板上に作製 る[3].
された。多くの研究者によって、 KBr基板商上に作製さ 基板の材質により、基板上に作製された VOPc薄膜ば
れた VOPc薄膜は所定の条件下でエt・舛シ71レ成長すること 多様な結晶成長をすることが理解される。しかしながら、
が報告された[1].KBr(100)基板上に作製された VOPc薄 W灯ハライト。系基板材料を用いた VOPc薄膜の作製につい
膜は 3x 3R4So JIイアの平方格子を形成する.Hoshi等は ては、基板温度が 80"C以下の条件であり、 80"C以上の粂
UV/VlS A"・クトルによって KBr(100)面上にエt・舛げル成長さ 件で作製された VOPc薄膜の形態評価については、ほと
れた VOPc薄膜の膜厚依存性を検討し、約 64nmより厚 んど行われていないのが現状である c光学デハボイスへの応
い膜と薄い模との間の構造的な次の違いを指摘した。 用を考えると、非線形光学材料へのいド光入力に対する
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b但E法により KBr上に作製されたがナγw仰げニン単結晶とその SHGと耳目・創刊号・平成 1年
紫外・可視吸収スヘ.~トル何V/VIS)による形態及び結晶構造 基板温度:Ts蒸着時間:t，アニール時間:旬、膜厚:dで表わす。た
の評価とメー ト79:;'-"法による単結晶の非線形光学性を検 だし、各試料とも蒸着源温度:200υC、7ニー ル温度200"Cと
討した。 KBr基板上に作製された VOPc薄膜が所定の基 する。
板温度条件でエnキシ!ヤル成長していることを示した。 KBr
基板上に作製されたVOPc単結晶のサイfについては、 5x 3. 実験結果と検討
5 x 0.1μmの単結晶作製に成功している。 Nd'YAGトド
を用いたメー カー 7リ:;V法により、1¥"ナシボル7仰げニン単結晶のニ 図2は試料1のSEM像を示すe単結晶の犬きさが





















Ts('C) t (分)ta(分)d (nm) 
試料 l 200 60 。35 
試料 2 200 60 60 35 
試料 3 200 60 120 35 
試料 4 200 60 180 30 
試料 5 200 120 。70 
試料 6 200 120 60 65 
試料 7 200 180 60 100 
試料 B 200 180 120 100 
図2 試料1のSEM像
図3 試料lのAFM像
図4に試料 1，2， 3， 4のUV/VISスヘ.~トルを示す。図 4 の






































図 11は試料 5の SEM像をしめす。単結晶が高密度で
基板上に存在し、結晶境界で結晶の成長が妨げられてい
ることが分かる。
図 12は試料 5、6、7、BのUVNISスヘ。クトルを示す 1試
図6 試料2の悶王EEDI¥トン 料 5において、 Q1¥"ンド帯領主主で、780日日1の吸収のど -1!Jl
支配的であることを示す n これは SEM像に見られるよ
図 7は試料 3の SEM像、を示す。単結晶の大きさは試 うに結晶境界で成長が抑制され、結晶内部に歪みが生じ、

































図 19は試料Sの SEM像を示す。単結晶が 5x5xO.lμm
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6 J¥.1BE法により KBr上に作製された，，'ナγル7仰げニン単結晶とその SHGと百王G・創刊号・平成 I年
に成長していることを示すu
図 19 試料BのSEM像
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